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POPULARNO NAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Gloéwnym celem naszego projektu jest charakteryzacja i optymalizacja uktadow cienkowarstwowych
ztozonych z nanostruktur organicznych o budowie planarnej na podtozach potprzewodnikowych pod katem
ich wlasciwosci mechanicznych i elektronowych. Do konstrukcji cienkich filmow organicznych postuza
stosunkowo proste ale charakteryzujace si¢ szeregiem cickawych parametrow optoelektronicznych molekutly
parahexafenylu i pentacenu, ktore dodatkowo posiadaja wtasciwosci samoorganizujace tworzac w efekcie
wysoce uporzadkowane struktury o charakterze krystalicznym. Stopien uporzadkowania, jego orientacja oraz
stabilno$¢ wspomnianych nanostruktur na czynniki zewngtrzne moze by¢ kontrolowana przez zmiang stanu
podtoza, w ktoérego roli zostanie uzyta powierzchnia (110) dwutlenku tytanu (TiO,) — inaczej zwanego
rutylem. Zmiana ta moze zosta¢ wyindukowana poprzez modyfikacje wigzka jonowsa, dzigki ktorej podtoze
zostaje sfunkcjonalizowane pod katem wilasciwosci dyfuzyjnych, np. w formie silnie anizotropowych
zmarszczek (ang. ripples) na powierzchni [1]. Takze chemiczna modyfikacja poprzez pasywacje w
powietrzu powinna mie¢ znaczenie dla sity oddziatywania migdzy molekutami, a spasywowanym podlozem
[2]. Waznym aspektem planowanych badan jest takze przebadanie wiasciwosci uzyskanych struktur w
rezimie czasowym, gdzie istotne bedzie poznanie wplywu warunkow atmosferycznych na stabilnosé struktur
i szybkos¢ ich ewentualnej degradacji.

Wiasciwos$ci nanostruktur organicznych oraz ich zmiany bgdg badane gldwnie przy uzyciu szeregu
technik powierzchniowych, takich jak mikroskopia bliskich oddziatywan (SPM) z wykorzystaniem r6znych
jej wariantow czy skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM). Potaczenie tych technik da mozliwosé
przebadania stosunkowo duzych obszaréw w wysokiej rozdzielczosci (HR-SEM) oraz uzyskania informacji
na temat wlasciwosci elektronowych, dzigki np. skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) czy
kelwinowskiej mikroskopii sit (KPFM). Badanie doktadnych zmian w morfologii struktur organicznych po
réznych ,,czasach starzenia” w kontrolowanych warunkach (wilgo¢, temperatura, atmosfera) bedzie mozliwe
dzigki uzyciu bezkontakowej (NC-AFM) oraz tappingowej mikroskopii sit atomowych (TM-AFM). Do
okreslenia daleko-zasiegowego uporzadkowania, zar6wno molekul w warstwie jak 1 jonowo
modyfikowanego podloza TiO,, postuzy dyfrakcja nisko-energetycznych elektronéw (LEED).

Zbadanie wplywu podioza i wspomnianych warunkéw srodowiskowych na proces starzenia i jego
udzial w zmianiach wlasciwosci mechanicznych i elektronowych cienkich warstw organicznych jest wysoce
pozadane ze wzgledu na ich potencjalne zastosowanie w takich urzadzeniach jak: tranzystory polowe
(OFET), diody organiczne (OLED) czy organiczne ogniwa stoneczne. Specyfika pracy wymienionych
podzespotow elektronicznych wymaga trwatosci i stabilnosci dziatania przez jak najdluzszy okres czasu,
dlatego zbadanie wplywu takich czynnikow jak podwyzszona wilgo¢ czy temperatura otoczenia sg
niezwykle istotne z punktu widzenia nie tylko naszego projektu badawczego, ale roOwniez ogdlnie pojetej
elektroniki organicznej, ktorej bardzo dynamiczny rozwdj w ostatnich latach jest zauwazalny praktycznie w
kazdym aspekcie naszego zycia. Ogromne zapotrzebowanie na urzadzenia o coraz wigkszej mocy i
wydajno$ci, a takze wytrzymatosci przy zachowaniu coraz mniejszych rozmiaréw powoduje rosngce
zainteresowanie badaniami podstawowymi w dziedzinie nanotechnologii, szczegoélnie dotyczacymi
funkcjonalizacji powierzchni i optymalizacji wzrostu cienkich warstw organicznych.
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